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요약

본 발명은 알칼리-용해성 수지와, 다음 일반식(I) 또는 (II)로 표시되는 페놀 화합물중에서 선택되는 적
어도 하나의 퀴논디아지드술폰산 디에스테르를 함유하는 감광성 퀴논디아지드 재료로 이루어지는 포지티
브형 레지스트 조성물을 제공한다.

단, 상기 식에서, R1 및 R2는 상호 독립하여 각각 수소원자, 할로겐원자, -OCOR3 또는 임의로 치환된 알킬

기 또는 알콕시기를 표시하며, 여기서 R3는 임의로 치환된 알킬기 또는 페닐기를 표시하며, x 및 y는 상호 

독립하여 각각 1,2 또는 3의 정수를 표시하며, R, R0, R' 및 R0'는 상호 독립하여 각각 수소원자, 알킬기 

또는 페닐기를 나타내며, 디에스테르의 함량이 감광성 퀴논디아지드 재료 전체량의 기준으로 50중량% 이
상이다.

본 발명에 의한 포지티브형 레지스트 조성물은 해상력, 형상 및 초점 심도와 같은 성질들간에 균형이 잘 
잡혀있다.

명세서

[발명의 명칭]

포지티브형 레지스트 조성물
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[발명의 상세한 설명]

본 발명은 자외선, 엑시머 레이저 동을 포함하는 원자외선, 전자선, 이온빔, X선 등의 방사선에 감응하는 
포지티브형 레지스트 조성물에 관한 것이다.

최근에는 집적 회로의 집적 수준의 향상과 함께, 미크론 이하 수준의 패턴형성이 요구되며, 그리고 형상, 
초점 심도 및 해상력과 같은 여러 특성이 우수한 포지티브형 레지스트 조성물의 제공이 요망되고 있다. 
특히 16~64MD렘의 생산을 위해, 양호한 형상 및 넓은 초점 심도를 가지는 선폭 0.5㎛이하를 가진 패턴의 
해상이 요구되고 있다.

나프토퀴논-2-디아지드-5-술폰산을 2,  3,  4-트리히드록시벤조페논,  2, 6-비스[(2-히드록시-3,5-디메틸페
닐)-메틸]-4-메털페놀  및  2,6-비스[(4-히드록시-3,5-디메틸페닐)메틸]-4-메틸페놀과  각각  축합반응시켜 
얻어지는 트리에스테르 및 크레솔/포름알데히드 노볼락 수지로 이루어지는 포지티브형 레지스트 조성물은 
문헌(참조, SPIE Vol. 1086, Advances in Resist Technology and Processing VI(1989)/363~373면)에 기술
되어 있다.

일본국 특허출원공개평 2-285351호(대응미합중국 특허 제5,173,389호)에는 알칼리-용해성 노볼락 수지와, 
다음 일반식으로 표시되는 적어도 하나의 기를 가지는 폴리히드록시 화합물을 반응시켜서 얻은 감광 재료
로 이루어지는 포지티브형 레지스트 조성물이 개시되어 있다.

상기  식에서, R
1
 그리고 R

2
는  각각  탄소수  1~4를  가지는  직쇄  또는  측쇄  알킬기  또는  알콕시기를 

표시하고, 단, R
1
 그리고 R

2
는 동시에 수소일수 없고, X는 1,2-나프토퀴논-5-(및/또는 -4-)술포닐클로라이

드를 가지는 이가 유기기를 표시한다.

더욱이, 일본국 특허출원공개평 2-296249호에는 알칼리-용해성 페놀 수지와, 다음 일반식으로 표시되는 
화합물의 퀴논디아지드 술폰에이트를 함유하는 감광 재료로 이루어지는 포지티브형 레지스트 조성물이 개
시되어 있다: 

상기 식에서, R
1
 내지 R

5
는 각각 수소, 할로겐, 탄소수 1~4를 가지는 알킬기, 알케닐기 또는 알콕시기, 또

는 히드록시기이고, 단, R
1
 내지 R

5
중의 적어도 하나의 다음 일반식으로 표시되는 기이다:

상기식에서, R
6
 그리고 R

7
은 각각 수소, 알킬기 또는 알케닐기를 표시하고, n은 0, 1또는 2의 정수이다. 

또한, 일본국 특허출원공개 소 62-10646호에는 알칼리-용해성 페놀수지와, 다음 일반식으로 표시되는 페
놀 화합물의 축합 생성물을 함유하는 감광 재료로 이루어지는 포지티브형 포토레지스트 조성물이 개시되
어 있다: 
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상기 식에서, R
1
 내지 R

3
는 각각 수소 또는 o-퀴논디아지드술포닐 클로라이드를 가지는 저급 알킬기를 표

시한다.

그러나, 이들 조성물중의 어느 것도 넓은 초점 심도와 양호한 형상을 가진 선폭 0.5㎛ 이하를 가지는 패
턴을 해상할 수가 없었다.

본 발명의 목적은 해상력, 형상, 초점 심도 등과 같은 성질들 사이에 균형이 잘 잡힌 포지티브형 레지스
트 조성물을 제공함에 있다.

본 발명에 의해서, 알칼리-용해성 수지와, 다음 일반식(I) 또는 (II)로 표시되는 적어도 하나의 페놀 화
합물의 퀴논디아지드술폰산 디에스테르를 함유하는 감광성 퀴논디아지드 재료로 이루어지는 포지티브형 
레지스트 조성물을 제공한다:

(상기 식에서, R1 및 R2는 상호 독립하여 각각 수소원자, 할로겐원자, -OCOR3 또는 임의로 치환된 알킬기 

또는 알콕시기를 표시하며, 여기서 R3는 임의로 치환된 알킬기 또는 페닐기를 표시하고, x 및 y는 상호 독

립하여 각각 1,2 또는 3의 정수를 표시하며, R, R0, R' 및 R0'는 상호 독립하여 각각 수소원자, 알킬기 또

는 페닐기를 표시한다.) 또한, 감광성 퀴논디아지드 재료의 총 패턴 부위에 대한 상기 퀴논디아지드 술폰
산 디에스테르의 패턴 부위의 비율이 고속 액체 크로마토그라피로 측정하여 0.5/1 이상이었다.

R1 및 R3로 표시되는 임의로 치환된 알킬기와, R1 및 R2로 표시되는 임의로 치환된 알콕시기의 바람직한 예

로서는, 탄소수 1~4를 가지는 직쇄 또는 측쇄의 것이 될 수 있다. R, R0, R' 및 R0'로 표시되는 알킬기의 

바람직한 예로서는 탄소수 1~4를 가지는 직쇄 또는 측쇄 알킬기를 포함한다. R1, 내지 R3의 바람직한 예로

서는 수소원자, 메틸기 등이 포함된다. 일반식(I) 및 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 바람직한 예는 다음
과 같다:
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일반식(I) 및 (II)로 표시되는 페놀 화합물은, 예를 들면, 다음의 일반식으로 표시되는 화합물과, 
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또는

(상기 식에서,  R, R0, R', R2, R3 및 y는 상기한 바와 같다), 다음 일반식에 의해 표시되는 화합물을 p-

톨루엔술폰산, 황산 등과 같은 산 촉매 존재하에 메탄올 등과 같은 용매중에서 반응시켜 제조할 수 있다:

상기 식에서, R1 및 x는 상기한 바와 같다.

감광성 퀴논디아지드 재료의 전체량에 대한 일반식(I) 또는 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 퀴논디아지드
술폰산 디에스테르의 비율이, 254nm 자외선 검출기를 사용한 고속 액체 크로마토그라피로 측정한 패턴 부
위 비율로 표시하여 0.5/1 이상이고, 패턴 부위 비율이 크면 클수록 높은 해상력과 높은 γ치와 같은 더
욱 우수한 성질들을 가진 포지티브형 레지스트를 제공한다. 예를 들면, 만약 일반식(I) 또는 (II)로 표시
되는 페놀 화합물의 퀴논디아지드술폰산 트리에스테르의 양이 증가하면, 비록 막두께 보존은 개선되나 스
컴의 증가로 인해 양호한 결과를 얻지 못한다. 만약 일반식(I) 또는 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 퀴논
디아지드술폰산 모노에스테르의 양이 증가하면, 막 두께 보존 및 스컴의 관점에서 양호한 결과를 얻지 못
한다.

감광성 퀴논디아지드 재료로서, 일반식(I) 및 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 퀴논디아지드술폰산 에스테
르가 바람직하다. 상기 에스테르가 사용될 경우에, 총 세 개의 벤젠 환중 두개의 말단 벤젠 환에 부착된 
두 개의 히드록시기가 모두 에스테르화된 퀴논디아지드 술폰산 디에스테르의 비율이 증대될수록 해상력 
및 초점 심도에 대해 양호한 결과를 제공한다.

일반식(I) 또는 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 퀴논디아지드술폰산 에스테르 전체량에 대한 상기 디에스
테르의 비율이, 254nm 자외선 검출기를 사용한 고속 액체 크로마토그라피로 측정한 패턴 부위 비율로 표
시하여 0.4/1 이상인 것이 바람직하다.

일반식(I) 및 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 퀴논디아지드술폰산 에스테르는 일반식(I) 또는 (II)로 표
시되는 페놀 화합물과, 1,2-나프토퀴논디아지드술포닐할라이드 또는 1,2-벤조퀴논디아지드술포닐 할라이
드를 약 알칼리 존재하에 반응시켜서 제조할 수 있다. 페놀 화합물과 할라이드 간의 몰비 등과 같은 반응 
조건을 적절히 선택함으로써, 일반식(I) 또는 (II)의 페놀 화합물의 퀴논디아지드술폰산 디에스테르를 높
은 선택성을 가지고 얻을 수 있다. 

감광성 퀴논디아지드 재료는 보통 포지티브형 레지스트 조성물내의 고체 성분 전체량의 5~50중량%, 바람
직하기는 10~40중량으로 사용된다.

알칼리-용해성 수지는 페놀 화합물과 알데히드 화합물을 부가-축합반응시켜 얻어진다. 상기 페놀 화합물
의 예로서는 페놀, o-, m- 및 p-크레솔, 2,5-크실레놀, 3,5-크실레놀, 3,4-크실레놀, 
2,3,5-트리메틸페놀, 4-t-부틸페놀, 2-t-부틸페놀, 3-t-부틸페놀, 3-에틸페놀, 2-에틸페놀, 4-에틸페놀, 
3-메틸-6-t-부틸페놀,  4-메틸-2-t-부틸페놀,  2-나프톨, 1,3-디히드록시나프탈렌, 
1,7-디히드록시나프탈렌, 1,5-디히드록시나프탈렌 중에서 선택된 1종 또는 둘 이상의 혼합물과, 다음 일
반식(III)으로 표시되는 1종 이상의 페놀 화합물

(상기 식에서, R4 내지 R6은 상호 독립하여 각각 수소원자 또는 탄소수 1~4를 가지는  알킬기 또는 알콕시
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기를 표시하여, k는 1 또는 2를 표시한다.), 및 다음 일반식(IV)으로 표시되는 화합물중에서 선택되는 1
종 또는 둘 이상의 혼합물 등을 포함한다.

(상기 식에서, R7 내지 R12는, 상호 독립하여 각각 수소원자 또는 탄소수 1~4를 가지는 알킬기 또는 알콕

시기를 표시하며, R13은 수소원자, 탄소수 1~4를 가지는 알킬기 또는 아릴기를 표시하며, a, b 및 c는 각

각 0,1 또는 2를 표시하고 단, a+b+c〉2 이다.). 이러한 페놀 화합물은 단독으로 사용하거나 둘 이상의 
혼합물 형태로 사용한다.

알데히드 화합물의 예로서는 포름알데히드, 파라포름알데히드, 아세트알데히드, 프로필알데히드, 벤즈알
데히드, 페닐알데히드, α - 및 β-페닐프로필 알데히드, o-, m- 및 p-히드록시벤즈알데히드, 글루타르알
데히드, 글리옥살, o- 및 p-메틸벤즈알데히드 등을 포함한다.

페놀 화합물과 알데히드 화합물간의 부가-축합 반응은 산 촉매 존재하에 통상의 방법으로 실시된다. 반응 
조건으로서는 온도는 대개 60~250℃이고, 반응시간은 대개 2~30 시간이다. 산 촉매의 예로서는, 옥살산, 
포름산, 트리클로로아세트산, p-톨루엔술폰산 등과 같은 유기산; 염산, 황산, 과염소산, 인산 등과 같은 
무기산; 그리고 아세트산아연, 아세트 산마그네슘등과 같은 이가 금속염을 포함한다. 부가-축합 반응은 
적합한 용매중에서 또는 벌크상에서 수행된다. 부가-축합 반응으로 생성된 알칼리-용해성 수지는 폴리스
티렌으로 환산한 중량 평균 분자량 2,000~50,000을 가지는 것이 바람직하다.

해상력 및 스컴의 관점에서, 부가-축합 반응에 의해서 수득된 알칼리-용해성 수지는 예를 들면, 폴리스티
렌으로 환산한 분자량이 1,000이하인 범위의 GPC 패턴(254nm의 UV 검출기 사용; 이하 동일내의 부위가 미
반응 페놀 화합물을 제외한 전체 패턴중의 바람직하기는 25%, 더욱 바람직하기는 20%, 특히 바람직하기는 
15%를 초과하지 않게하기 위해 분별증류한다.

분별증류는 부가-축합 반응에 의해 형성된 알칼리-용해성 수지를 알코올(메탄올, 에탄올등), 
케톤(아세톤,  메틸에틸케톤,  메틸이소부틸케톤등),  에틸렌글리콜 또는 이들의 에테르, 에테르-에스테르
(에틸 셀로솔브아세테이트 등) 테트라히드로푸란 등과 같은 양호한 용매에 용해시키고, 생성된 용액을 물
에 부어서 수지를 침전시키거나 또는 생성된 용액을 펜탄, 헥산, 햅탄 또는 시클로헥산과 같은 용매에 부
어서 이것을 분리하여 이루어지는 방법으로 수행된다. 분별증류후에는, 알칼리-용해성 수지는 중량 평균 
분자량이 3,000~20,000인 것이 바람직하다.

알칼리-용해성 수지는 포지티브형 레지스트 조성물의 고체성분 전체량의 50~95중량%, 바람직하기는 60~90
중량%의  양으로 사용된다.  필요시,  포지티브형 레지스트 조성물은 감광제(sensitizer),  상기한 일반식
(IV)로 표시되는 화합물, 기타 수지, 계면활성제, 안정화제, 형성된 화상을 더욱 선명히 보이게 하는 염
료들과 같은 각종 첨가제를 함유할 수 있다.

성분이 용해된 용매는 적합한 건조 속도로 증발하여 균일하고 평탄한 도포막을 만들 수 있는 것이 바람직
하다. 이러한 용매의 예로서는 에틸셀로솔브 아세테이트, 프로필렌글리콜 모노메틸에테르아세테이트 등과 
같은 글리콜에테르-에스테르; 일본국 특허출원공개 평 2-220056호에 개시된 용매; 에틸피루베이트, n-아
밀아세테이트, 에틸락테이트 등과 같은 에스테르; 2-헵탄온, γ-부티로락톤 등과 같은 케톤이 포함된다. 
이들 용매는 1종 또는 둘 이상의 혼합물 형태로 사용된다.

용매의 양은 조성물이 핀홀 및 도포막 불균일성 없이 웨이퍼 상에 균일한 막을 형성할 수 있는 한, 특별
히 제한받지는 않는다. 통상적으로는, 감광성 퀴논디아지드 재료, 알칼리-용해성 수지 및 각종 첨가제를 
포함한 고체성분의 함량이 3 내지 50중량%가 되게 용매의 양을 조절한다.

하기한 실시예는 본 발명을 설명하기 위한 것이며, 본 발명을 한정하는 것은 아니다. 실시예에서 모든 “
부”는 중량부를 의미한다.

[합성 실시예 1]
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다음 화학식으로 표시되는 화합물 6.96g,

나프토퀴논-(1,2)-디아지드-(2)-5-술포닐클로라이드 10.75g(몰비 2:1) 및 디옥산 168g의 혼합물에 트리에
틸아민 4.45g을 20~25℃에서 30분에 걸쳐 적가했다. 적가 후에, 생성된 혼합물을 동일 온도에서 추가로 4
시간 교반했다. 이같이 얻은 반응 혼합물은 탈이온화 수에 붓고, 생성된 결정 생성물을 여과하여 취하고, 
탈이온화 수로 세척하고, 건조시켜 감광성 퀴논디아지드 재료 A를 얻었다.

[실시예 1~3 및 비교예 1~4]

알칼리-용해성 수지(표에서 “수지”라고 언급함), 감광성 퀴논디아지드재료(표에서“감광제”라고 언급
함) 및 첨가제를 표 1에 표시한 양으로 2-헵탄온(50부)와 함께 혼합하고, 공극크기가 0.2㎛인 폴리테트라
플루오로에틸렌 여과기를 통해 여과하여 레지스트액을 얻었다.

스피너를 사용하여, 통상의 방법으로 린스한 실리콘 웨이퍼상에 레지스트액을 도포하여 1.1㎛ 두께의 레
지스트를 제조하였다. 이어서, 실리콘 웨이퍼를 90℃에서 1분간 핫 플레이트로 베이크하고, 축소 투영 노
광장치(Nicon사  제품,  NSR1755i7A,  NA=0.5)를  사용하여  단계적으로  노광  시간을  변경하면서 365nm(i-
1ine) 파장의 빛에 노광하였다. 이어서, 웨이퍼를 110℃에서 1분간 핫플레이트로 베이크하고, SOPD(현상
액, 스미또모사 제품)를 사용하여 1분간 현상함으로써 포지티브형 패턴을 얻었다.

해상력은 주사형 전자 현미경으로 노광량에서 막 두께의 감소없이 분리된(유효 감도) 0.5㎛의 라인 앤드 
스페이스 패턴이 1:1 인때의 라인 앤드 스페이스 패턴의 폭을 관찰하여 평가했다.

형상은 주사형 전자 형미경으로 유효 감도에서 0.5㎛의 라인 앤드 스페이스 패턴의 단면을 관찰하여 평가
했다.

초점 심도는 주사형 전자 현미경으로 0.4㎛의 라인 앤드 스페이스 패턴이 막 두께의 감소없이 유효 감도
에서 해상될 수 있는 초점 이동의 정도를 측정하여 결정했다.

이 결과를 표 1에 나타내었다.

[표 1]

상기의 표의 감광제 A 내지 G는 합성 실시예 1과 같은 방법으로 다음에 표시한 페놀 화합물 A' 내지 G'의 
각각을 나프토퀴논-(1,2)디아지드-(2)-5-술포닐클로라이드와 반응시켜 합성하였다. 이 반응에서, 반응물
의 몰비, 즉, 페놀화합물/나프토퀴논-(1,2)-디아지드-(2)-5-술포닐클로라이드는 모든 경우에 1:2.0 이었
다.

14-8

1019930007724



14-9

1019930007724



수지 : 노볼락 수지는 페놀 화합물과 포름알데히드(m-크레솔/p-크레솔/ 2,5-크실레놀의 몰비는 60/10/30 
이였고, 페놀화합물/포름알데히드의 몰비는 1/0.86 이였다)를 환류하에 옥살산을 사용하여 부가-축합 반
응시켜 얻었다. 이 노볼락 수지는 GPC 패턴에서, 분자량이 6,000 이하인 성분의 패턴 부위의 비율은 34% 
이였고, 분자량이 1,000 이하인 성분의 패턴 부위의 비율은 15%이였으며, 이 비율은 총 패턴 부위로부터 
미반응 페놀의 패턴 부위를 제외한 것을 기준한 것이다. 노볼락 수지의 중량 평균 분자량은 8,000(여기서 
언급되는 모든 분자량은 폴리스티렌으로 환산한 분자량이다) 이였다. 노볼락 수지는 알칼리-용해성 수지
로서 사용되었다.

첨가제 : 다음 화학 구조식으로 표시된 화합물이 첨가제로서 사용되었다 :

표 2는 고속 액체 크로마토그라피로 측정한 결과를 설명하며, 여기서 용어 “디에스테르 비율”은 총 퀴
논디아지드 술폰산 에스테르의 패턴 부위(감광성 퀴논디아지드 재료 전체)에 대한 퀴논디아지드 술폰산 
디에스테르의 패턴 부위의 비율을 뜻하며; 용어 “말단 디에스테르 비율”은 총 퀴논디아지드술폰산 에스
테르의 패턴 부위에 대한 세 개의 벤젠 환중에서 두 개의 말단 벤젠환에 부착된 두 개의 히드록시기가 모
두 에스테르화된 퀴논디아지드 술폰산 디에스테르의 패턴비율을 뜻하며; 그리고 용어 “트리에스테르 비
율”은 총 감광성 퀴논디아지드 재료의 패턴 부위에 대한 퀴논디아지드술폰산 트리에스테르의 패턴 부위
의 비율을 뜻한다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1 

알칼리 용해성 수지와, 다음 일반식으로 표시되는 페놀 화합물 중에서 선택되는 적어도 하나의 퀴논디아
지드술폰산 디에스테르를 함유하는 감광성 퀴논디아지드 재료로 이루어지며, 감광성 퀴논디아지드 재료의 
총 패턴 부위에 대한 상기 퀴논디아지드 술폰산 디에스테르의 패턴 부위의 비율이 고속 액체 크로마토그
라피로 측정하여 0.5/1 이상인 것을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물 :

(단, 상기 식에서 R1 및 R2는 상호 독립하여 각각 수소원자, 할로겐원자, -OCOR3 또는 임의로 치환된 알킬

기 또는 알콕시기를 표시하며, 여기서 R3는 임의로 치환된 알킬기 또는 페닐기를 표시하고, x 및 y는 상호 

독립하여 각각 1, 2 또는 3의 정수를 표시하며, R, R0, R' 및 R0' 는 상호 독립하여 각각 수소원자, 알킬

기 또는 페닐기를 표시한다.)

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 알칼리-용해성 수지는 페놀, o-,  m-  및 p-크레솔, 2,5-크실레놀, 3,5-크실레놀, 
3,4-크실레놀, 2,3,5-트리메틸페놀, 4-t-부틸페놀, 2-t-부틸페놀, 3-t-부틸페놀, 3-에틸페놀, 
2-에틸페놀,  4-에틸페놀,  3-메틸-6-t-부틸페놀,  4-메틸-2-t-부틸페놀, 2-나프톨, 
1,3-디히드록시나프탈렌,  1,7-디히드록시나프탈렌  및  1,5-디히드록시나프탈렌으로  이루어진그룹  중에서 
선택된 적어도 하나의 페놀 화합물과, 포름알데히드, 파라포름알데히드, 아세트알데히드, 
프로필알데히드, 벤즈알데히드, 페닐알데히드, α- 및 β-페닐프로필알데히드, o-, m- 및 p-히드록시벤즈
알데히드, 글루타르알데히드, 글리옥살 및 o-또는 p-메틸벤즈알데히드로 이루어진 그룹중에서 선택된 하
나의 알데히드 화합물을 부가-축합반응 시켜서 얻어지는 것임을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성
물.

청구항 3 
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제2항에 있어서, 상기한 부가-축합반응이 산촉매의 존재하에, 60 내지 250℃에서 2~30시간 수행되는 것을 
특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물.

청구항 4 

제2항에 있어서, 상기한 알칼리 용해성 수지가, 폴리스티렌으로 환산한 중량 평균 분자량 2,000~50,000을 
가지는 것을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기한 감광성 퀴논디아지드 재료가 상기 일반식(I) 또는(II)로 표시되는 페놀 화합물의 
퀴논디아지드술폰산 에스테르인 것을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기한 페놀 화합물의 퀴논디아지드술폰산 에스테르가 다음 구조식으로 표시되는 페놀 
화합물을, 약 알칼리 존재하에서 1,2-나프토퀴논디아지드 술포닐할라이드 또는 1,2-벤조퀴논디아지드술포
닐할라이드와 반응시켜 얻어지는 것임을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물. 
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또는

청구항 7 

제1항에  있어서,  상기한  알칼리-용해성  수지는  포지티브형  레지스트  조성물  내의  고체성분  전체량의 
50~95중량%의 양으로 사용되는 것을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기한 감광성 퀴논디아지드 재료는 포지티브형 레지스트 조성물 내의 고체성분 전체량
의 5~50중량%의 양으로 사용되는 것을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물.

청구항 9 

제5항에 있어서, 상기한 일반식(I) 또는 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 퀴논디아지드 술폰산 에스테르는 
총 세 개의 벤젠 환중의 두 개의 말단 벤젠 환에 부착된 두 개의 히드록시기가 모두 에스테르화된 디에스
테르인 것을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기한 일반식(I) 또는 (II)로 표시되는 페놀 화합물의 퀴논디아지드 술폰산 에스테르 
전체량에 대한 상기 디에스테르의 비율이, 254nm 자외선 검출기를 사용한 고속 액체 크로마토그라피로 측
정한 패턴 부위 비율로 표시하여 0.4/1 이상인 것을 특징으로 하는 포지티브형 레지스트 조성물.
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